SSE 216 - SSE 219 -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar- Transistoren fir
digitale Anwendung.

Fur den Einsatz in der Hybrid- und SMD Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Warmewid erstand Rihje

auf Leiterplatte (Cevausit g 0,4 cm?) < 480 K/W

auf Keramik 8 XX'10 XX 0,7 m < 420 K/W

Grenzwerte | |
Uceo , 20V
Uceo ‘ 15V
Ueso | 5V
ic | 100 mA
lcm | . 200 mA
Is - | 20 mA
Peot (bei 30 25 °C) 300 mW
& . 150 °C
da -35...-+125°C
Statische Kennwerte (bei 9o = 25°C - 5K)

lcego (bei Ucg = 20V) | < 100 nA
UBRr)CEOY) (bei'lc = 10 mA) > 15V
h21€ (bei Ic == 30 mA, Uce =0,5V) Gruppe C  56-140

D 112-280

UCE st (bei Ic = 30 mA, Is = 3 mA) © <0,45V
Dynamische Kennwerte (bei 9, = 25°C - 5K)

| | SSE 219
Einschaltzeit ton  (Ic==10mA, Iz 1 = 3 mA, = 35ns

Ausschqltzeit toff B2 ==1,5mA,RL =220Q) < 30 ns

") Messung erfolgt impulsméaBig



